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【研究背景】異常ホール効果は主に強磁性体においてその自発磁化に比例することが知られてい

る。しかし、六方晶Mn3Z ( Z=Ga, Ge, Sn )系は反強磁性を示すにもかかわらず、トポロジーに由来

する仮想磁場により異常ホール効果を示すことが理論予測されている[1]。このうちMn3SnとMn3Ge

については単結晶バルクにおいて異常ホール効果が観測され[2,3]，磁気 8極子を有するワイル磁性

体である事が角度分解光電子分光により実証されている[4]。Mn3Snについてはすでに多結晶膜[5]で

の異常ホール効果が観測されているが、エピタキシャル膜の成長には至っていなかった。そのた

め、我々はマグネトロンスパッタリングによるMn3Snの薄膜作製を行い、MgO (111)基板上でエピ

タキシャル成長に成功したので報告する。 

【実験方法】MgO (111)基板上に、成長温度 300～500 ℃、流量 10 sccm、製膜雰囲気(Ar)を 0.5～

2.0 PaでMn3Snターゲットを用いて DC マグネトロンスパッタリング法により成長させた。 

【結果】 Fig.1 に MgO (111)基板上に 2.0 Pa および 0.6 Pa でそれぞれ製膜したMn3Sn薄膜の面直

XRDパターンを示す。2.0 Paで作製した薄膜においては，(00l)シリーズのピークに加え(201)に起

因すると考えられるピークが観測された。それに

対して 0.6 Paで作製した薄膜においては(00l)シリ

ーズのピークのみが観測され，c 軸配向している

ことが確認出来た。Fig.2 に 0.6 Pa で製膜した

Mn3Sn薄膜の面内2θχ − φスキャンを示す。面内

XRD においては(hk0)シリーズのみが観測された

ことより，MgO (111)基板上にエピタキシャル成

長したMn3Sn薄膜が得られた。発表では c軸成長

膜の異常ホール効果の結果についても報告する

予定である。 
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Fig.1 XRD 2θ-θ scan for the Mn3Sn 

(2.0, 0.6Pa) thin films. 
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Fig.2 XRD 2θχ-φ scan for the Mn3Sn 

(0.6Pa) thin film. 
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